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Sposéb wytwarzania elementéw rezystywnych zwlaszcza
do potencjometrow warstwowych o niskim poziomie napiecia
trzaskow

1

Przedmiotem wymnalazku jest spos6b wytwarzania
elementéw rezystywnych, zwlaszcza do potencjo-
metrow warstwowych o miskim poziomie napiecia
trzask6w, przeznaczony do produkcj wielkoseryj-
nej.

Obecnie produkowamne i stosowane elementy re-
zystywne do potencjometréw, wykazuja stosunko-
wo duzy poziom napiecia trzaskéw rzedu 3 mV/V
przy 20 V mapiecia pomiarowego. Wymnika to z fak-
tu, e powierzchnia warstwy rezystywnej mie jest
gladka, ma nieréwnosci, ktére w sposéb zasadniczy
wplywaja na poziom trzaskéw w potencjometrach.

Wysoki poziom trzaskéw jest zjawiskiem szkod-
liwym, powodujacym zlg jako§é gotowego wyrobu
oraz reklamacje, przy zwigkszonej iloSci brakéw.

Celem wymnalazku jest usuniecie powyzszych wad
i niedogodnoéci, poprzez mechaniczne dogniatanie
i wygladzanie warstwy rezystywmej.

Istote techniczng rozwigzania wedlug wynalazku
stanowi spos6éb wytwarzania elementé6w rezystyw-
nych, zwlaszcza do potencjometré6w warstwowych
o niskim poziomie napigcia trzask6w, polegajacy na
poddaniu warstwy rezystywnej elementu rezystyw-
nego operacji mechaniczmego dogniatania z posliz-
giem, przy zadanym docisku stempla do elementu
rezystywmego i jego ruchu oscylacyjnym, ktéry io~
ruch przesuwowy wykonywany jest w plaszczyznie
prostopadiej do nacisku.

Tak uzyskana warstwa rezystywma charaktery-
zuje sie znacznie wigkszq gladkoscia powierzchni,

125 486

B

mniejszym poziomem napiecia trzaskéw, zwiek-
szong jednorodnoscia warstwy, zwiekszong trwa-
loscig. Bezpostaciowa regulacja nacisku na warstwe
rezystywnq, zapewnia réwmnoczesnie korekcje war-
toSci rezystancji elementu rezystywmego, za§ ruch
oscylacyjny stempla dogniatajacego umozliwia bar-
dziej skuteczne wygladzanie powierzchni warstwy
rezystywnej elementu rezystywmego, jej ujedno-
rodnienie i zageszczenie. Ponadto proces technolo-
giczny zapewnia zwiekszenie trwato$ci warstwy,
umozliwia korekcje rezystancji calkowitej i zmniej-
sza iloéé brakéw. :

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania. ‘

Przy ugniataniu z poslizgiem, element rezystywny
jest osadzony ma matrycy przesuwajgcej sie tam
i z powrotem w plaszczysnie poziomej, za§ metalo-
wy stempel ugniatajacy poddany dzialaniu sily do-
ciskowej, ma wywotany ruch cykliczny, prostopadty
do przesuwu matrycy. Dopuszczalny jest zlozony
ruch stempla dogniatajgcego, przy mieruchomej
matrycy z piytka rezystywng. Proponowama tech-
nologia nie jest stosowana w technice §wiatowej.

Zastrzezemie patentowe

Spos6b wytwarzania elementéw rezystywnych
zwlaszcza do potencjometréw warstwowych o nis-
kim poziomie mapiecia trzaské6w, znamienny tym,
ze warstwa rezystywna elementu rezystywmego
poddana jest operacji mechanicznego dogniatania
z poflizgiem przy zadanym docisku stempla do ele-
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mentu rezystywnego i jego ruchu oscylacyjnym. wykonywany jest w plaszczyZnie prostopadiej do
ktéry to ruch przesuwowy warstwy rezystywnej nacisku.
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